MOS-Feldeffekttransistoren
im Plastgehtause SM 103 und SM 104

Vorl&ufige technische Daten

Anwendung

De MOS-Feldeffekttransistoren SM 103 und SM 104 sind
Sitizium-n-Kanaol-Depietion-Typen flir gllgemeine An-
wendung. Auf Grund ihrer hohen Eingangsimpadan:
" sind sie fiir Schaliungen geeignet, die bisher nur mit
Elektronenrdhren cusgefithrt werden konnten.
Das Einsatzgebiet umfalt impedamrwandler, Gleichspan-
nungs-, NF- and HF-Verstdrker, Chopper, Elektrometer-
schaltungen sowie den Einsetr als gesteuerten Wider-
stand.

Abmessungen

Das Substrat ist innerholb des Gehduses mit Source
verbunden.
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Bild 11 Abmessungen der MOSFETs SM 103 und 5M 104
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Hinweise flir die Behandiung von
MOS-Feldeffekttransistoran in Plastverkappung

Flir dle zuldssige mechanische und thermische Bean-
spruchung der MOSFETs gelten die gleichen Vorschriften
wie fiir Miniplastdicden und -transisteren {Zug-, Tor-
sions- und Biegebeanspruchung sowie L&tbeanspru-
cheng).

AuBerdem ist aber zu beachten, dall wegen des sehr
hohen Isolotionswiderstande: und der kleinen Kopozitét
der sekr diinnen Gateoxidschicht schon geringe Ladun-
gen zu sehr hohen Feldstiirken und damit zur Zerstérung
der QOxidschicht filhren %8nnen, Daoher sind statische
Aufladungen des Gateanschlusses, wie sie durch Reibung
oder Berlihrung von Gegenstéinden auf anderem Paten-
tial, quch durch Mondberiihrung o, &. hervargerufen wer-
den kéinnemn, zu vermeiden, Vem Hersteller werden die
MOSFETs mit kurzgeschiossenen Anschillssen geliefert.
Dieser KurzschiuB sollte erst nach dem Einbou in die
Schaltung entfernt werden.

Baim Einlbten ist zu beochten, daB doas Lithad, der L5t-

kolben und die Hilflswerkzeuge geerdet und die An-
schilisse der MOSFET kurzgeschiossen sind,

Audk in der Schaliung kéinsen schen sehr kurzzeitige
Uberspannungen eine ZerstSrung des MOSFETs hervor-
rufen. Ein Schutz dureh Relhenwiderstéinde in der Gate-
feitung ist nicht mbglich. In oilen Féllen, in denen nicht
unbedingt der Gatewlderstand von etwo 10% £) bendtigt
wird, sollte deshaib ein Schutz durch Dioden oder Z-
Dioden wvorgenommen werden. Bet bestimmten Typen
von MOSFETs, deren Einsotzgebiet ober dodurch eine
gewisse Beschréinkung erféhrt, werden vom Hersteller
Schutzdioden gleich mit dam MOSFET integriert, Bei
den Typen SM 103/8M 104 ist dies Im Interesse des
hohen Eingangswiderstandes nicht der Fall.

Bei Lahoruntersuchungen und Experimentierarbeiten
chne Schutzdioden, hei denen in der Schaltung laufend
VerGnderungen vorgenommen  werden, empfiehlt sich
die Verwendung einer Fassung fiir die MOSFET (fir
SM 1031104 z. B. Submin-Fossung 1070-5 von Longklotz
und Co., KG, Ruhia).

Der MOSEET kann dann vor der Scheltungsiinderung
{2. 8. Aus- und Einléten von Bauelementen} aus der
Schelung entfernt und mit kurzgeschlossenen Anschiis-
sen, 2. B. in einer mit Léchar versehenan Metallplatte,
aufbewohrt werden.

Bei ieiterplatten, ouf denen MOSFETs singesetst sing,
sollten keine offenen Guoteanschilisse (7. B. nicht durch
Widerstdnde oder Schutzdioden obgeschlossene, auf
ondere Leiterplatten flhrende Anschllisse) vorgesehen
werden, LG8t sich dies eus schaltungstechnischen Griin-
den nicht vermeiden, so missen die Leiterplatien bei
Logerung und TYransport durch KurzschiuBsteckerleisten
geschiitzt werden.

Diagramme der MOSFEFs SM 183 und SM 104
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